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____________ S Dy AVANCES EN 1+D Y APLICACIONES INDUSTRIALES
Modelo Trumpf TruMicro 5000 series

Longitud onda (nm)

1030 | 515 | 343

LASER PS

Calidad del haz M <1.3

Potencia media maxima (W) 50 | 25 ] 15
Frecuencia maxima (KHz) 400

Duracion minima de pulso (ps) <10

Diametro haz sin focalizar (mm) 5

Cabezal galvanométrico F-Theta f=100mm

Area de trabajo (mm x mm) 60x60

Ejes Cartesianos X Y z
Recorrido XYZ (mm X mm X mm) 800 600

Resolucion XYZ (um)
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____________ instijsq eqoifEion. _ . _ . _ . _ . _.

MICROSCOPIA CONFOCAL, AFM

Modo interferométrico

Aumentos 10x

Apertura numérica 0.30

Campo de vision (um) 1270x950

Resolucioén dptica (X/Y), azul (um) 0.47

Resolucioén dptica (X/Y), blanca (um) 0.56

Resolucion vertical (nm) PSI<0.1/ePSI<1.0/VSI<4.0
Rango vertical PSI: 5 pm; ePSI 100 um; VSI 10 mm
Velocidad de escaneado vertical (um/s) VSI/ePSI4 - 18

= SIS L Modo confocal

Aumentos 5x 20x 50x 150x
Apertura numérica 0.15 0.50 0.90 0.95

Campo de vision (um) 2550%1910 | 636.61%477 | 254.64+190.90 | 84.83%63.60
Resolucién dptica (X/Y) (um) 0.94 0.28 0.16 0.14
Resolucion vertical (nm) <150 <15 <3 <2
Velocidad de escaneado vertical (um/s) 20-320 5-80 1-16 0.5-8
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Eliminacion selectiva de materiales

Texturizado superficial “

Vaciados

Corte

Taladrado

Escritura laser §

Ingenieria laser
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Eliminacion selectiva de materiales
Eliminacion de ITO sobre PET, fabricacion de componentes para OLEDs

Imagen topografica del surco

enerado en el ITO Imagen 2D, _ - Perfil del surco, con una
Eliminacién de B surco de & | profundidad de 168nm
ITO sobre PET anchura 15.7um e P U
15.7um 5 3 - ===

'Rug_osidad medida en longitud de perfil de |

Eliminacion Perfil. Profundidad de aproximadamente 318.31 30
; m, mayor que 30nm
de un area 170nm - i
de 2mm e ' L P I
de ITO N A ANV A A A A AASALANI q"ul'r\\jq\flnl\’ﬂ\j Ilﬁ'\j v l'u'r ll\)'ﬁUr\A\ / l‘-"ﬂ't'fu \ l'.jﬂ\-'ﬂl rﬂlu'lnluﬂ'u'n'n/] A7
sobre PET
Metal (catodo) I s Glass plate
Capa emisora |
\Lw ot
PEDOT"’T’+ l |
| | Front glass
‘\ Substrato
OLEDs T b
Fabricados y
encapsulados
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Eliminacion selectiva de materiales

Eliminacion de monocapa de grafeno sobre sustrato de Si / SiO2
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. IMDEEA/2014/70 - GRAPHECOAT

Investigacion y desarrollo de procesado y dispersion de grafeno en
matriz polimérica para aplicacion en recubrimientos industriales
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Texturizado superficial
Procesado superficial en Al — superficies hidrofobas
Aluminio sin mecanizar @ = 729 Aluminio mecanizado laser @ = 1032

Aluminio sin mecanizar Ra = 400nm Aluminio mecanizado Ra = 7um
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Texturizado superficial

Microtexturizado en silicio

Perfil eje X

Perfil eje Y Perfil eje Y
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Texturizado superficial

Codificacion / estructuracion superficial

- Perfil de profundidad 30 pm

& 3888&g

8 o




\v»
7 aido SECPhO
oyt 0000009090902 2 AVANCES EN 1D Y AFPLICACIONES INDUDSIRIALES et d Optics
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Vaciados
Vaciados sobre tungsteno Microtexturizados en PC (espesor 1.2mm),
| aplicaciones de sensado. e e

Imagen micropocillos con Laser IR
5|ste.ma laser IR ' P =1.06mm
Tp (5vaciados) = 30min

i wn I

erfil con profundidad de 20 um

Imagen micropocillos con Laser UV
sistema laser UV P=1.03mm
Tp (5vaciados) = 15min
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Vaciados

Fabricacion de canales en pmma (fluidica) , vidrio, cuarzo
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Vaciados
Microestructuracion superficial para mejora de propiedades triboldgicas
AISI 316
Perﬁl fondo 0’16_ 5N - 200 rpm - 15000 cycles - 10 mm radius
triangular 0,14
Profundidad: 11um 012
Longitud: 450um 5
Ancho: 95um s "
[ i s — T § 0,08 +
| _m_b,.m'“"/qqd <
l'll ) i 0,06 o treatment
0,04 Flat shape
002 _ S Triangular shape
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
AISI 316 No of revolutions
Perfil fondo cuadrado
Profundidad: 6 um Average
Lado: 500 pm Type of sample Coefficient
of Friction
AISI 316 no treatment 0.07
e e AlSI 316 with flat cavities 0.05

AISI 316 with triangular
cavities & 0.03
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Vaciados
Moldes sobre Al, Cu, otros metales / aleaciones Imagen 2D, muestra de

Distancia entre surcos: Ammx4 mm
40um PRI BV, WP UL L AT AT TR TRYY:
Anchos crestas: 7um PR MR
Profundidad: 20um
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Corte
Mascaras

Tungsteno: canal de 35 um
Shadow mask entre dos perforaciones

Light emission

Hole injection layer

Emitting layer

ITO

Glass substrate

Aplicaciones ICMOL - UVEG
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Corte

Corte de COP, COC Corte de vidrio

Corte de vidrio de 2.1 mm espesor

v'Reduccién de efectos térmicos
v'Sin redeposicion de material
v'Materiales transparentes al laser pueden procesarse

Wall - thickness [t = 2 mm]
o vm
5013L-10

6013L-17
60135-04
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Transmittance (%)
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0.88 mm didm in-f.'2I.3 mm grosor
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Escritura laser

Laser i LIFT
LITI _
.I Mirror ‘Lﬁ h
Objective | '
\:-;i' = o o —

S

Translation Stage
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Nd:YAG laser (pumped by lamps)
Nd:YAG laser (pumped by diode laser)

CO2 laser with advanced control systems

Nd:YAG
300 mJ
10 ns

20 to 50 Hz
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CUESTIONES, CONSULTAS, PROPUESTAS ...

AIDO — Teresa Molina
TMolina@aido.es
aido@aido.es




